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Sposéb faczenia mas rezystywnych,
zwlaszcza w potencjometrach o nieliniowej charakterystyce regulacji

Przedmiotem wynalazku jest spos6b taczenia mas w elementach rezystywnych w oparciu o zasade usrednia-
nia rezystancji natoZonych na siebie warstw, stosowanych do budowy potencjometréw warstwowych o nielinio-
wej charakterystyce regulacji. '

Stan techniki. Potencjometry warstwowe o nieliniowe] charakterystyce regulacji nastreczaja wiele kiopo-
téw i trudnosci produkcyjnych ze wzgledu na konieczno$¢ stosowania mas rezystywnych o stosunku skrajnych
rezystywnosci okoto 1000 i wiecej, a jest to czesto konieczne przy budowie potencjometréw o wyktadniczej lub
logarytmicznej charakterystyce regulacji. taczenie mas o tak duej réZnicy rezystywnosci znanymi dotad
sposobami daje tamang krzywa regulacji i moZe byd¢ stosowane jedynie w potencjometrach nizszej klasy.

Natomiast potencjometry pracujgce w gdérnej czesci charakterystyki w uktadzie elektronicznym w gatezi
sprzeZenia zwrotnego narzucajg bardzo ostrg tolerancje charakterystyki i ptynnosci potencjometra. Problem ten
czesciowo rozwiazano przez natryskiwanie mas rezystywnych, ktére nachodzity na siebie, jednakie proces ten
jest niedostatecznie kontrolowany, a wyniki niedostatecznie powtarzalne. Réwnie? stosuje sie do nanoszenia
i taczenia mas rezystywnych metode sitodruku, przy czym zakoriczenie krawedzi gérnej masy ksztattujacej jest
wykonane w postaci zgbkéw o dtugosci do 1 mm. W obu jednakZe przypadkach otrzymane opisanymi sposobami
krzywe regulacji wykazujg zatamania, a wiec niezadowalajgce przejécia miedzy faczonymi masami.

Istota wynalazku, Sposdb taczenia mas rezystywnych zwtaszcza w potencjometrach o nieliniowej charakte-
rystyce regulacji wedtug wynalazku, polega na tym, Ze np. znang technika sitodruku na okreslone czesci
powierzchni podtoa nanosi sie¢ mase podstawowa, obok ktdrej nanosi sie¢ mase ksztattujaca, a z kolei obok niej
nanosi si¢ inng mase ksztattujaca, przy czym styki tgczonych mas o krawedziach postrzgpionych, korzystnie
w postaci zabkdw, najlepiej o dtugosci zabkéw do 2,5 mm, wykonuje sie na naktadke.

Korzystnie jest doda¢ do taczonych mas rezystywnych rozpuszczalnikéw organicznych w ilosci potrzebnej
do uzyskania lepkosci od 100 do 200 puazéw odpowiednio dla temperatury 20°C, powodujacych czesciowo
rozlewnosé postrzepionych krawedzi, wykonanych np. wpostaci zabkow.
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Korzystnie jest, aby szerokos¢ naktadki rownata sie od jednej do czterech dtugosci zabkéw.

W wyniku taczenia mas ksztattujacych, sposobem wedtug wynalazku, uzyskano, miedzy innymi, wzrost
promienia krzywizny charakterystyki od 5 do 10 razy w stosunku do znanych rozwiazan, co dato w efekcie
elementy rezystywne o ptynnej regulacji rezystancji. Zastosowanie potencjometrow z elementami rezystywnymi
wykonanymi sposobem wedtug wynalazku umoZliwia uproszczenie uktadéw elektronicznych i obniZenie kosz-

_ téw ich wytwarzania, a ponadto zwieksza zakres i ptynnosé regulacji wzmocnienia uktadow.

Wykreslona czutym przyrzadem samopiszacym krzywa x-y o wysokoéci 160 mm elementu wykonanego
z pieciu mas na catej swej diugosci nie wykazuje Zadnych zatamarn, akrzywa wzmocnienia wzmacniacza
w funkcji kata obrotu byta zgodnie z zatoZeniem linig prosta w zakresie od 0 do 65 decybeli,

Przyktad wykonania. Ma element rezystywny o podtoZu zlaminatu papierowo-fenolowego o ksztatcie
podkéwki o grubosdei 0,8 mm i $rednicy zewngtrznej 18 mm, a wewnetrznej 12 mm nanosi sig metodg sitodruku,
w jego srodkowej czesci, warstwe podstawowa o rezystywnosci powierzchniowej 10 K3/ (kilooméw na
kwadrat), nastepnie po obu jego stronach nanosi sie kolejno cztery warstwy ksztattujace o rezystywnosciach 4,
16,0,4i0,12 KQ/O, przy czym wszystkie potaczenia mas wykonuje sie na naktadke o krawedziach w ksztatcie
zabkéw. Dtugosci zabkéw wynosza po 2 mm, adtugosci poszczegblnych naktadek wynosza po 5 mm. Po
natoleniu na element rezystywny poszczegéinych mas rezystywnych podda;e sie go katdorazowo obrébce
termicznej celem utwardzenia naktadanych mas — w temperaturze ca 200°C.

Do stosowanych mas rezystywnych dodaje sie, jako rozpuszczalnika, estroctowy eteru butylowego glikolu
dwuetylowego a2 do uzyskania lepkosci rzedu 150 P (puazéw).

Zastrzezenia patentowe

1. Sposdb taczenia mas rezystywnyct. zwtaszcza w potencjometrach o nieliniowej charakterystyce regula-
cji, znamienny tym, 2e znang technika sitodruku na okreslone czesci powierzchni podtoza nanosi sig
mase podstawowq, obok ktérej nanosi si¢ masg¢ ksztattujgca, a z kolei obok niej nanosi si@ nastepng mase
ksztattujaca, przy czym styki sasiadujacych taczonych mas o krawedziach postrzepionych korzystnie w postaci
zgbkéw najlepiej o dfugosci zabkéw do 2,5 mm — wykonuje sig na naktadke.

2. Sposdb taczenia wedtug zastrz. 1, znamienny tym, %e do taczonych mas rezystywnych dodaje
sie rozpuszczalnikéw organicznych w ilosci potrzebnej do uzyskania lepkosci od 100—200 puazéw odpowiednio
dla temperatury 20°C, powodujacych czesciowo rozlewnoéé postrzeplonych krawedzi. wykonanych np. w-postaci
zabkow.

3. Sposéb taczenia wedtug zastrz. 17albo2, znamienny tym, 2e szerokos¢ naktadki réwna sie¢ od
jednej do czterech dtugosci zabkéw.
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